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KATA PENGANTAR 
 

 

Menyelesaikan penulisan buku ini merupakan satu kebahagiaan tersendiri dimana penulis dapat memberikan 
sepotomg pengetahuan teknologi yang jarang dilihat oleh masyarakat umun kepada pembaca budiman, yaitu dapur 
pembuatan layar sentuh yang canggih dan menyangkut teknologi nano. Penulis berharap lewat buku ini mampu 
menjadikan sesuatu yang canggih menjadi hal yang biasa dihadapan para pembaca dan di kemudian hari bangsa 
Indonesia memiliki kesempatan memasuki dunia teknologi nano yang canggih yang masih menjadi milik negara 
maju saat ini. 

Buku ini merupakan kelanjutan dari buku karangan penulis yang telah diterbitkan yaitu “Teknologi Nano 
Dalam Pembuatan Sensor Layar Sentuh” dan ”Teknologi Nano Lanjutan-1 Dalam Pembuatan Sensor Layar 
Sentuh”. Adapun isi buku ini ditujukan untuk melengkapi buku pertama dan kedua dengan beberapa teknik baru 
yang berkaitan dengan pembuatan layar sentuh dan dibahas secara mendalam dari sisi teoritisnya sehingga 
pengetahuan yang disajikan menjadi lebih komprehensif dan utuh dan lebih bermanfaat bagi pembaca. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada 6 orang yang berperan besar dan merubah perjalanan hidup 
penulis, yaitu Ibu Saini (Alm), T. Oh Huan (Alm), Albert Ray J, Alexander Rex., Ibu Maria Dwi K ,dan Ibu 
RajaniTjandra.  
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